SEMICONDUCTEURS
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CLASSIFICATION PERIODIOQUE DES ELEMENTS

Ivlétanx Li :Solide 4 25°C sous 1 bar
Serni-conductenrs He :Gaz 4 25°C, sous 1 bar
HNon-roétan: Br :Ligmde 4 25°C, sous 1 bar
Faz nobles Chbtenu par synthése

Lanthamdes et actirudes

Colonne : Si ou Ge o

4 voisins :a 0 K, isolant ;a > 0 K : (mauvais) conducteur



Etat des bandes d'énergie dans un cristal

semi-conducteur
métal isolant a OK == isolant

Conduction




A
courant d’electrons
semi-conducteur 4

T>0K 1‘ Tz 0K

| courant de “trous’

b LARY, .. o o g .-.:. i T r Pty L RO R '4;-1'-'- L i ol :'_.._-'__-.
.-' e - T SRV o O R .. o 0 it it = A5 . !,;'I_T_ sntad s e
: : _.ll| e N N Py r = - e B o e e - . 5

ark e - .." - 27 i _ l::_ .I.lll ._.' l...l el FI. 1 n - .I‘:'
e R A e I e A bt G b TR S R i



=

A

Bande de conduction
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Semiconducteur dope N (“de type N7)
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Bande de valence



Semiconducteur dope P (“de type P”)
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Bande de conduction
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Jonction PN

lons accepteurs ions donneurs
(charges - ) fixes (charges + ) fixes
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Jonction PN polarisee en direct







DIODE = dispositif “dysymetrique”
unidirectionnel en courant
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Caracteristique (v,i) de diode
Approximation ‘0’

Tension depeiiie ns e
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Caracteristique (v,i) de diode
Approximation ‘I’




Caracteristique (v,i) de diode
Approximation ‘II’




Caracteristique (v,i) de diode
Approximation ‘lII’

| KT/e = 26 mV (@ 300K)
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